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@ Mehrbereichs-Flussigkristallanzeigevorrichtung 

(57) Mehrbereichs-Flussigkristallanzeigevorrichtung mit ei- 

nem ersten Substrat und einern zweiten Substrat, welche 

einander zugewandt sind und einer Ftusstgkristallschicht 

zwischen dem ersten und dem zweiten Substrat. Eine 

Mehrzahl von Gatebusleitungen sind in einer ersten Rich- 

tung auf dem ersten Substrat angeordnet und eine Mehr- 

zahl von Datenbusleitungen sind in einer zweiten Rich- 

tung auf dem ersten Substrat angeordnet, um Pixelberei- 

che zu bestimmen. Eine Pixel-Elektrode ist in dem Pixel- 

bereich ausgebildet. Eine Farbfilterschicht ist auf dem 

zweiten Substrat ausgebildet und eine gemeinsame Elek- 

trode ist auf der Farbfilterschicht ausgebildet. Dielektri- 

sche Rahmen steuern die Onentierungsrichtung der Flus- 

sigkristaHmolekule in der Flussigkristallschicht und eine 

Ausrichtungsschicht ist an mindestens einem Substrat 
• zwischen dem ersten Substrat und dem zweiten Substrat 
, ausgebildet. 
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Die Erfindung betrifft eine Flussigkristallanzeigevorrich- 
tung (LCD), insbesondere eine Mehrbereichs-Flussigkri- 
stallanzeigevorrichtung mit stabiler Flu s si skris talis truktur 5 
und groBem Offnungsverhaltnis. 

Vor kurzem wurden LCDs vorgeschlagen, deren Fliissig- 
kristall nicht ausgerichtet ist und mittels einer gemeinsamen 
Elektrode 17 angesteuert wird, welche offene Bereiche 19 
aufweist. Aus Fig. 1 ist eine Schnittansicht einer Pixelein- 10 
heit einer herkommlichen LCD ersichtlich. 

Bei herkommlichen LCDs ist eine Mehrzahl von Gate- 
busleitungen in einer ersten Richtung auf einem ersten Sub- 
strat angeordnet und eine Mehrzahl von'Datenbusleitungen 
in einer zweiten Richtung auf dem ersten Substrat angeord- 15 
net, so daB das erste Substrat in eine Mehrzahl von Pixelbe- 
reichen unterteilt ist. 

Ein Dunnschichttransistor (TFT) legt ein Bildsignal wel- 
ches von der Datenbusleitung zugefuhrt wird ; an eine Pixel- 
Elektrode 13 auf einer Passivierungsschicht 4 an. Der TFT 20 
ist an jedem Pixelbereich ausgebildet und weist eine Gate- 
Elektrode, eine Gate-Isolierschicht, eine Halbleiterschicht 
eine ohmsche Kontaktschicht, eine Source-Elektrode und 
eine Drain-Elektrode usw. auf. 

Altemativ ist eine Sei ten elektrode 15 ausgebildet, welche 25 
den Pixelbereich auf der Gate-Isolierschicht umrandet eine 
Passivierungsschicht 4 ist iiber dem gesamten ersten Sub- 
strat ausgebildet und eine Pixel-Elektrode 13 ist die Seiten- 
elektrode 15 uberlappend ausgebildet und an die Drain- 
Elektrode angeschlossen. 30 

Auf einem zweiten Substrat ist eine Lichtschutzschicht 
ausgebildet, welche jegliche Lichtdurchstrahlung von Gate- 
und Datenbusleitungen und dem ITT abschirmt. Eine Farb- 
filterschicht ist auf der Lichtschutzschicht ausgebildet und 
eine Uberzugsschicht ist auf der Farbfilterschicht ausgebil- 35 
det. Eine gemeinsarne Elektrode 17 ist einen offenen Be- 
reich 19 aufweisend auf der Uberzugsschicht ausgebildet 
und eine Flussigkristallschicht ist zwischen dem ersten und 
dem zweiten Substrat ausgebildet. 

Die Pixel-Elektrode 13 und der offene Bereich (Schlitz) 40 
19 in der gemeinsamen Elektrode 17 verzerren das an die 
Flussigkristallschicht angelegte elektrische Feld. Die Riis- 
sigkristallmolekule werden in einer Pixeleinheit unter- 
schiedhch angesteuert. Das heiBt, daB wenn Spannung an 
die LCD angelegt wird die Hussigkristalldirektoren auf- 45 
grund der von dem verzerrten elektrischen Feld stammen- 
den dielektrischen Energie in erforderlichen odergewunsch- 
ten Positionen angeordnet werden. 

Aus Fig. 2 ist eine Schnittansicht einer anderen Fliissig- 
kristallanzeigevorrichtung nach dem Stand der Technik er- 50 
sichtlich. Diese Hussigkristallanzeigevorrichtung weist eine 
Pixel-Elektrode 13 auf, welche kleiner als die gemeinsarne 
Elektrode 17 ist, welche die Verzerrung des elektrischen 
reldes bewirkt. 

Jedoch ist bei den obigen LCDs der offene Bereich 19 in 55 
der gemeinsamen Elektrode 17 oder der Pixel-Elektrode 13 
erforderlich und die Flussigkristallmolekule konnten stabi- ■ 
ler betneben werden, je groBer der offene Bereich ware 
Wenn die Elektroden keinen offenen Bereich aufweisen 
oder die Weite des offenen Bereichs schmal ist, ist die zum 60 
leilen des Pixelbereichs erforderliche Verzerruns des elek- 
trischen Feldes schwach.. 

AuBerdem tritt an jenem Bereich, an welchem die Fliis- 
sigknstalldirektoren parallel zu einer Transrnittanzachse des 
Polarisators smd, eine Entschragung (disclination) auf, wel- 65 
che zu einer verminderten Helligkeit fuhrt. AuBerdern ist. 
das Mussigknstallgefuge bezuglich des Oberflachenzu- 
stands von LCDs ungleichmaBig. 



Es ist ein Ziel der Erfindung eine LCD zu schaffen wel~ 

tt * 6 J r ° h T T^^^ Be ^ en ^ngen und Nachteilen 
des Standes der Technik vermeidet. 

ErfindungsgemaB wird eine Mehrbereichs-LCD geschaf 
fen, welche auf einem Substrat dielektrische Rahmen und 
auf dem selben oder dern anderen Substrat ein ein elektri 
sches Feld bewirkendes Fenster aufweist, wodurch ein gro- 
Ber Betrachtungswinkel durch die mehreren Bereiche und 
erne groBe Helligkeit aufgrund stabiler Anordnung der Flus- 
sigkristallmolekule erreicht werden. 

Zusatzliche Merkmale und Vorteile der Erfindung werden 
in der folgenden Beschreibung naher erlautert oder konnen 
durch AusfUhren der Erfindung erlernt werden Die Merk- 
male und anderen Vorteile der Erfindung werden durch die 
m der Beschreibung, den Anspruchen sowie den angehang- 
ten Zeichnungen besonders hervorgehobenen Strukturen er- 
reicht. 

ErfindungsgemaB wird eine Mehrbereichs-Hussigkri- 
stallanzeigevorrichtung geschaffen, welche ein erstes und 
em zweites Substrat aufweist, welche einander zugewandt 
smd, eine Flussigkristallschicht zwischen dem ersten und 
dem zweiten Substrat, einer Mehrzahl von Gatebusleitun- 
gen, welche in einer ersten Richtung auf dem ersten Substrat 
angeordnet sind und eine Mehrzahl von Datenbusleitungen 
welche in einer zweiten Richtung auf dem ersten Substrat 
angeordnet smd, so daB ein Pixelbereich begrenzt ist eine 
Pixel-Elektrode in dem Pixel-Bereich, einen dielektrischen 
Rahmen, welcher die Orientierungsrichtung der Flussigkri- 
stallmolekule in der Russigkristallschicht steuert einer 
Farbfilterschicht auf dem zweiten Substrat, einer gemeinsa- 
men Elektrode auf der Farbfilterschicht, und einer Ausrich- 
tungsschicht auf mindestens einem des ersten und des zwei- 
ten Substrats. 

Die gemeinsarne Elektrode und/oder die Pixel-Elektrode 
weist m ihrem Innenbereich ein ein elektrisches Feld bewir- 
kendes Fenster auf. 

Der dielektrische Rahmen ist den Pixelbereich umgebend 
oder in dem Pixelbereich ausgebildet. Die Dielektrizitats- 
konstante des dielektrischen Rahmens ist kleiner oder gleich 
der Dielektnzitatskonstante der Flussigkristallschicht. Der 
dieleketrische Rahmen weist fotosensitive Materialien wie 
be^spielsweise Fotoacrylat und BCB (Benzozyclobuten) 

Die Prinzipien der Erfindung werden unter Bezugnahme 
auf die Zeichnung naher erlautert. In der Zeichnung zeigen: 
Fjg. 1 und 2 Schnittansichten herkornmlicher Flussigkri- 
stallanzeigevorrichtungen, 

Fig, 3a, 3b, 3c und 3d Schnittansichten der Mehrbereichs- 
Flussigkristallanzeigevorrichtung nach der ersten, zweiten 
dritten bzw. vierten bevorzugten Ausfuhrungsform der Er- 
findung, 

Fig. 4a, 4b und 4c Draufsichten auf die Mehrbereichs- 
Hussigkristallanzeigevomchtungen nach den bevorzugten 
Ausfuhrungsformen der Erfindung, 

Fig. 5a, 5b, und 5c Draufsichten auf die Mehrbereichs- 
Hussigkristallanzeigevorrichtungen nach den bevorzugten 
Ausfuhrungsformen der Erfindung, 

Fig. 6a; 6b, 6c Draufsichten auf die Mehrbereichs-Flus- 
sigkristallanzeigevorrichtungen nach den bevorzugten Aus- 
fuhrungsformen der Erfindung; 

Fig. 7a, 7b, 7c Draufsichten auf die Mehrbereichs-Flus- 
sigkristallanzeigevorrichtungen nach den bevorzugten Aus- 
fuhrungsformen der Erfindung, 

Fig. 8a, 8b, und 8c Draufsichten auf die Mehrbereichs- 
Fiussigkristallanzeigevorrichtungen nach den bevorzugten 
Ausfuhrungsformen der Erfindung, 

^ Fig. 9a, 9b und 9c Draufsichten auf die Mehrbereichs- 
Flussigkristallanzeigevorrichtungen nach den bevorzugten 
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Ausfuhrungsformen der Erfindung, 

Fig. 10a, 10b und 10c Draufsichten auf die Mehrbereichs- 
Hussigkxistallanzeigevorrichtung nach den bevorzugten 
Ausfuhrungsformen der Erfindung, 

Fig. 11a, lib und 11c Draufsichten der Mehrbereichs- 
Flussigkristallanzeigevorrichtungen nach den Ausfuhrungs- 
formen der Erfindung, 

Fig. 12a, 12b, 12c und 12d Draufsichten. auf die Mehrbe- 
reichs-Russigkristallanzeigevorrichtungen nach den bevor- 
zugten Ausfuhrungsformen der Erfindung, 

Fig. 13a, 13b und 13c Draufsichten auf die Mehrbereichs- 
Flussigkxistallanzeigevorrichtungen nach den bevorzugten 
Ausfuhrungsformen der Erfindung, 

Fig. 14a und 14b Draufsichten auf die Mehrbereichs- 
Flussigkristallanzeigevorrichtungen nach den bevorzugten 
Ausfuhrungsformen der Erfindung, 

Fig. 15a und 15b Drauf- und Schnittansichten der Mehr- 
bereichs-Fliissigkxistallanzeigevorrichtung nach der fiinften 
bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung, 

Fig. 16a, 16b und 16c Drauf- und Schnittansichten der 
Mehrbereichs-Russigkristallanzeigevorrichtungen nach der 
sechsten bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung, 

Fig. 17a, 17b und 17c Drauf- und Schnittansichten der 
Mehrbereichs-Fliissigkristallanzeigevorrichtungen nach der 
siebten bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung, 

Fig. 18a, 18b, 18c, 18d, 18e, 18f und 18g Drauf- und 
Schnittansichten der Mehrbereichs-Flussigkristallanzeige- 
vorrichtungen nach der achten bevorzugten Ausfuhrungs- 
form der Erfindung, 

Fig. 19a, 19b, 19c, 19d, 19e,-19f und 19g Draufsichten 
der Mehrbereichs-Flussigkristallanzeigevorrichtungen nach 
den bevorzugten Ausfuhrungsformen der Erfindung, 

Fig. 20a, 20b, 20c, 20d, 20e, 20f und 20g Draufsichten 
der Mehrbereichs-Flussigkristallanzeigevorrichtungen nach 
den bevorzugten Ausfuhrungsformen der Erfindung, 

Fig. 21a bis 21m Draufsichten der Mehrbereichs-Fliissig- 
kristallanzeigevorrichtungen nach den bevorzugten Ausfuh- 
rungsformen der Erfindung, 

Fig. 22a bis 22d Draufsichten der Mehrbereichs-Fliissig- 
kristallanzeigevorrichtungen nach den bevorzugten Ausfuh- 
rungsformen der Erfindung, 

Fig. 23a bis 23c Draufsicht der Mehrbereichs-Flussigkri- 
stallanzeigevorrichtungen nach den bevorzugten Ausfuh- 
rungsformen der Erfindung, 

Fig. 24a bis 24c Draufsichten der Mehrbereichs-Flussig- 
kristallanzeigevorrichtungen nach den bevorzugten Ausfuh- 
rungsformen der Erfindung, 

. Fig. 25a bis 25d Schnittansichten der Mehrbereichs-Flus- 
sigkristallanzeigevorrichtungen nach der neunten bevorzug- 
ten Ausfuhrungsform der Erfindung, 

Fig. 26a bis 26c Schnittansichten der Mehrbereichs-Flus- 
sigkristallanzeigevorrichtungen nach der zehnten bevorzug- 
ten Ausfuhrungsform der Erfindung, 

Fig. 27a bis 27d Draufsichten, aus welchen unterschiedli- 
che, elektrische Felder bewirkende Fenster sowie Dielektri- 
sche Rahrnen der Mehrbereichs-Flussigkristallanzeigevor- 
richtungen nach einer bevorzugten Ausfuhrungsform der 
Erfindung ersichtlich sind, 

Fig. 28a bis 28d Draufsichten, aus welchen unterschiedli- 
che, Elektrische Felder bewirkende Fenster und dielektri- 
sche Rahmen der Mehrbereichs-Flussigkristallanzeigevor- 
richt.ungen nach einer bevorzugten Ausfuhrungsform der 
Erfindung ersichtlich sind, 

Fig. 29a bis 29d Draufsichten, aus welchen mehrere elek- 
trische Felder bewirkende Fenster und die elektrische Rah- 
men der Mehrbereichs-Flussigkristallanzeigevorricht.ungen 
nach einer bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung er- 
sichtlich sind, 
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Fig. 30a bis 30d Draufsichten, aus welchen unterschiedli- 
che elektrische Felder bewirkende Fenster und die elektri- 
sche Rahmen der Mehrbereichs-Flussigkristallanzeigevor- 
richtungen nach einer bevorzugten Ausfuhrungsform der 
5 Erfindung ersichtlich sind, 

Fig. 31a bis 3 If Draufsichten, aus welchen unterschiedli- 
che elektrische Felder bewirkende Fenster und dielektrische 
Rahmen der Mehrbereichs-Flussigkristallanzeigevorrich- 
tungen nach einer bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfin- 
10 dung ersichtlich sind, 

Fig. 32a bis 32c Draufsichten, aus welchen unterschiedli- 
che elektrische Felder bewirkende Fenster und dielektrische 
Rahmen der Mehrbereichs-Flussigkristallanzeigevorrich- 
tungen nach einer bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfin- 
15 dung ersichtlich sind, 

Fig. 33a bis 33c Draufsichten, aus welchen unterschiedli- 
che elektrische Felder bewirkende Fenster und dielektrische 
Rahmen der Mehrbereichs-Flussigkristallanzeigevorrich- 
tungen nach einer bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfin- 
20 dung ersichtlich sind, 

Fig. 34a bis 34f Draufsichten, aus welchen unterschiedli- 
chen elektrische Felder bewirkende Fenster und dielektri- 
sche Rahmen der Mehrbereichs-Flussigkristallanzeigevor- 
richtungen nach einer bevorzugten Ausfuhrungsform der 
25 Erfindung ersichtlich sind, 

Fig. 35a bis 35f Draufsichten, aus welchen unterschiedli- 
che elektrische Felder bewirkende Fenster und dielektrische 
Rahmen der Mehrbereichs-Hussigkristallanzeigevorrich- 
tungen nach einer bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfin- 
30 dung ersichtlich sind, 

Fig. 36a bis 36h Draufsichten, aus welchen unterschiedli- 
che elektrische Felder bewirkende Fenster und dielektrische 
Rahmen der Mehrbereichs-Flussigkristallanzeigevorrich- 
tungen nach einer bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfin- 
35 dung ersichtlich sind, 

Fig. 37a und 37b Draufsichten, aus welchen unterschied- 
liche elektrische Felder bewirkende Fenster und dielektri- 
sche Rahmen der Mehrbereichs-Flussigkristallanzeigevor- 
richtungen nach einer bevorzugten Ausfuhrungsform der 
40 Erfindung ersichtlich sind, und 

Fig. 38a und 38b Drauf- und Schnittansichten der Mehr- 
bereichs-Flussigkristallanzeigevorrichtungen nach der elf- 
ten bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung. 

Nachfolgend wird die erfindungsgemaBe Mehrbereichs- 
45 Flussigkristallanzeigevorrichtung anhand der Zeichnung de- 
tailliert erlautert. 

Aus den Fig. 3a bis 3d sind Schnittansichten derMehrbe- 
reichs-Flussigkristallanzeigevorrichtung nach der ersten, 
zweiten, dritten bzw. vierten bevorzugten Ausfuhrungsform 
50 der Erfindung ersichtlich. 

Wie aus den Figuren ersichtlich, weist die erfindungsge- 
maBe Ausfuhrungsform ein erstes und ein zweites Substrat 
31, 33, eine Mehrzahl von in einer ersten Richtung auf dem 
ersten Substrat angeordneten Gatebusleitungen und eine 
55 Mehrzahl von in einer zweiten Richtung auf dem ersten 
Substrat angeordneten Datenbusleitungen, einen TFT, eine 
Passivierungsschicht 37 auf dem gesamten ersten Substrat 
31, eine Pixel-Elektrode 13, dielektrische Rahmen 41, und 
eine erste Ausrichtungsschicht 45 auf dem gesamten ersten 
60 ■ Substrat 31 auf. 

Auf dem zweiten Substrat 33 ist eine Lichtabschinn- 
schicht 25, welche jegiichen Lichtdurchtritt von den Gate- 
und Datenbusleitungen und dem TFT abschirmt, eine Farb- 
filterschicht 23 auf der Lichtabschirnischicht, eine Uber- 
65 zugsschicht 29 auf der Farbfilterschicht 23, eine gemein- 
satne Elektrode 27 auf der Uberzugsschicht, eine zvveit.e 
Ausricht ungsschicht 47 auf dem gesamten zweiten Substrat. 
33 und eine Flussigkristallschicht zwischen dem ersten und 



DE 199 50 366 A i 



dem zweiten Substrat 31 bzw. 33 ausgebildet. 

Die Datenbusleitungen und die Gatebusleitungen unter- 
teilen das erste Substrat 31 in eine Mehrzahi von Pixelberei- 
chen. Der TFT ist an jedem Pixelbereich ausgebildet und 
weist eine Gate-Elektrode 11, eine Gate-Isolierschicht 35 
erne Halbleiterschicht. 5, eine ohmsche Kontaktschicht, so- 
wie Source- und Drain-Elektroden 7, 9 auf. Eine Passivie- 
rungsschicht 37 ist iiber dem gesamten ersten Substrat 31 
ausgebildet und eine Pixel-Elektrode 13 ist mit der Drain- 
Elektrode 9 verb un den. 

Von dem dielektrischen Rahmen 41 wird die Orientie- 
rungssrichtung der Flussigkristallmolekule der Fliissigkri- 
stallschicht gesteuert. Dieser ist auf der Pixelelektrode 13 
Oder der gemeinsamen Elektrode 17 ausgebildet und es ist 
moglich, den dielektrischen Rahmen auf beiden Substraten 
auszubilden. 

Beim Herstellen der erfindungsgemaBen Mehrbereichs- 
LCD wird in jedem Pixel-Bereich auf dem ersten Substrat 
31 ein TFT mit einer Gate-Elektrode 11, einer Gate-Isolier- 
schicht 35, einer Halbleiterschicht 5, einer ohrnschen Kqn- 
taktschicht 6 sowie Source- und Drain-Elektroden 7, 9 aus- 
gebildet. Zu diesem Zeitpunkt werden eine Mehrzahi von 
Gatebusleitungen und eine Mehrzahi von Datenbusleitun- 
gen ausgebildet, urn das erste Substrat 31 in eine Mehrzahi 
von Pixel-Bereichen zu unterteilen. 

Die Gate-Elektrode 11 und die Gate-Busleitungen werden 
durch Aufsputtern und Strukturieren eines Metalls wie bei- 
spielsweise Al, Mo, Cr, Ta, Al-Legierung usw. ausgebildet 
Alternativ hierzu ist es moglich, die Gate-Elektrode und die 
Gate-Busleitung als Doppelschicht auszubilden, welche aus 
unterschiedlichen Materialien hergestellt ist. 

Die Gate-Isolierschicht 35 wird durch Auftragen von 
SiNx oder SiOx unter Verwenden eines PECVD-Verfahrens 
darauf ausgebildet (Plasma Enhanced Ghemical Vapour De- 
position). Die Halbleiterschicht und die ohmsche Kontakt- 
scmcht werden durch Auftragen mit einem PECVD-Verfah- 
ren und-.Strukt.urierezVvon amorphem Silizium (a-Si) bzw 
dotiertem amorphem Silizium (n + a-Si) ausgebildet AuBer- 
dem werden SiN x oder SiO x und a-Si, n + -Si durch Auftragen 
mittels eines PECVD-Verfahrens ausgebildet. Die Gate-Iso- 
herschicht 35, die Halbleiterschicht 5 und die ohmsche Kon- 
taktschicht 6 durch Strukturieren ausgebildet. 

Die Datenbusleitung und die Source- und Drain-Elektro- 
den 7 und 9 werden durch Aufsputtern und Strukturieren ei- 
nes Metalls wie beispielsweise Al, Mo, Cr, Ta, Al-Verbin- 
dungen usw. ausgebildet. Altemativ ist es moglich, die Da- 
tenbusleitung und die Source- und Drain-Elektroden als 
Doppelschichten auszubilden, welche aus unterschiedlichen 
Materialien hergestellt sind. 

Eine Speicherelektrode (in den Figuren nicht gezeigt) 
wird die Gatebusleitung uberlappend ausgebildet und ist 
gleichzeitig mit der Gate-Elektrode 13 verbunden. Die Spei- 
cherelektrode bildet zusammen mit der Gatebusleitung 1 ei- 
nen Speicherkondensator. 

Darauffolgend wird eine Passivierungsschicht 37 aus 
BCB (Benzocyclobuten), Acrylhalz, Polyimid-basierten 
Materialien, SiNx oder SiOx auf dern gesamten ersten Sub- 
strat 31 ausgebildet. Die Pixelelektrode 13 wird durch Auf- 
sputtern und Strukturieren eines Metalls wie beispielsweise 
ITO (Indiurrizinnoxid) ausgebildet. Eine Kontaktoffnung 39 
wird ausgebildet, urn die Pixelelektrode 13 an die Drain- 
Elektrode und die Speichererlektrode durch Offnen und 
Strukturieren eines Teils der Passivierungsschicht 37 auf der 
Drain-Elektrode 9 auszubilden. 

Auf dem zweiten Substrat. 33 wird eine Lichtschutz- 
schicht 25 ausgebildet, urn jeglichen Durchtritt von der 
Gate- und Datenbusleitung und dem 'ITT abzuschinnen. 
Eine Farbfilterschicht. 23 wird mit abwechselnd roten (R), 



griinen (G) und blauen (B) Elementen auf der Lichtschutz- 
schicht 25 ausgebildet. Auf der Farbfilterschicht 23 wird 
eine Uberzugsschicht 29 aus Harz ausgebildet. Eine gemein- 
same Elektrode 17 wird aus ITO auf der Uberzugsschicht 
5 gebildet. 

Eine Russigkristallschicht wird durch Injizieren von 
Flussigkristall zwischen dem ersten und dem zweiten Sub- 
strat 31 und 33 ausgebildet. Die Fliissigkristallschicht kann 
Russigkristallmolekule mit positiver oder negativer dielek- 
10 trische Anisotropic aufweisen. AuBerdem kann die Flussig- 
kristallschicht chirale Verunreinigungen- (chiral dopants) 
aufweisen. 

Ein dielektrischer Rahmen 41 wird durch Auftragen von 
fotoernpfindlichen Material auf der gemeinsamen Elektrode 
15 17 oder der Pixel-Elektrode 13 und Strukturieren in unter- 
schiedliche Formen unter Verwenden von Fotolitographie- 
Verfahren ausgebildet. Der dielektrische Rahmen 41 weist 
ein Material auf, dessen dielektrische Konstante kleiner oder 
gleich jener des Flussigkristalls ist, wobei die dielektrische 
20 Konstante bevorzugt niedriger als 3 fur beispielsweise Foto- 
acrylate oder BCB (Benzocyclobuten) ist. 

AuBerdem ist der dielektrische Rahmen 41 auf minde- 
stens einem der Substrate des ersten und des zweiten Sub- 
strats 31 und 33 ausgebildet (siehe Fig. 3a, 3b, 3c und 3d) 
25 Ein ein elektrisches Feld bewirkendes Fenster 43 ist minde- 
stens auf einem Substrat des ersten und des zweiten Sub- 
strats 31 und 33 ausgebildet (siehe Fig. 3b und 3d). 

Hier sind der dielektrische Rahmen 41 und das ein elektri- 
sches Feld bewirkende Fenster 43 zusammen auf demselben 
30 Substrat ausgebildet. Das ein elektrisches Feld bewirkende 
Fenster 43 wird durch Strukturieren gemeinsamen Elektrode 
17 oder der Pixelelektrode 13 ausgebildet. 

Aus den Fig. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 und 14 sind 
Draufsichten ersichtlich, welche die unterschiedlichen di- 
35 elektrischen Rahmen 41 und elektrischen Felder bewirken- . 
den Fenster 43 der Mehrbereichs-Russigkristallanzeigevor- 
nchtungen nach den bevorzugten Ausfuhrungsformen der 
Erfindung zeigen. Die Pfeile aus durchgehenden Linien re- 
prasentieren die Orientierungsrichtung des zweiten Sub- 
40 strats und die Pfeile aus gepunkteten Linien reprasentieren 
die Orientierungsrichtung des ersten Substrats. 

Wie aus den Figuren ersichtlich, sind. der dielektrische 
Rahmen und das ein elektrisches Feld bewirkende Fenster 
43 in unterschiedlichen Formen strukturiert, wodurch der 
45 Mehrbereichs-Effekt erreicht wird. Das ein elektrisches 
Feld bewirkende Fenster 43 kann ein Schlitz oder eine Off- 
nung sein. AuBerdem sind zwei benachbarte Pixel und zwei 
Orientierungsrichtungen assoziiert, wodurch der Mehrbe- 
reichs-Effekt erreicht wird. 
50 Durch Ausbilden des ein elektrisches Feld bewirkenden 
Fensters 43 wird der Mehrfach-Bereich durch Unterteilen 
jedes Pixels in 4 Bereiche wie beispielsweise in einen "+", 
"x" oder "doppelty^forrnigen Bereich oder Unterteilen je- 
des Pixels horizontal, vertikal und/oder diagonal und unter- 
55 schiedliche Ausrichtungsbehandlung oder Ausbilden von 
Orientierungsrichtungen auf jedem Bereich und auf jedem . 
Substrat erreicht. 

Auf mindestens einem Substrat ist ein Kompensations- 
filni 29 aus einem Polymer ausgebildet. Der Kompensati- 
60 onsfilm 29 ist ein negativer uniaxialer Film, welcher eine 
optische Achse aufweist und von welchem die Phasendiffe- 
renz der dem Betrachtungswinkel entsprechenden Richtung 
kompensiert. wird. Daher ist. es moglich, den Betrachtungs- 
winkel von rechts nach links durch Erweitern des Bereichs 
65 ohne Grau-Umkehrung effektiv zu kompensieren, wobei 
das Kontrastverhaltnis in schrager Richtung erhoht. ist und 
ein Pixel mit. mchreren Bereichen ausgebildet wird. 

Bei der erfindungsgemaBen Mehrbereichs-Flussigkri- 
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stallanzeigeyorrichtung ist es moglich, einen negativen bi- 
axiaien FiLm als KornpensationsfUrn 29 auszubilden, wel- 
cher zwei optische Achsen aufweist und einen grbBeren Be- 
trachtungswinkel als der negative uniaxiale Film aufweist. 
Der Kompensationsfilm 29 kann auf einem oder auf beiden :> 
Substraten ausgebildet sein. 

Nach dem Ausbiiden des Kompensations films 29 wird 
ein Polarisator auf mindestens einem Substrat ausgebildet. 
Hier sind der Kompensationsfilm 29 und der Polarisator be- 
vorzugt als eines zusammengesetzt. 10 

Bei der erfindungsgemaBen LCD weist die Fliissigkri- 
stallschicht Fliissigkxistallmolekule mit negativer dielektri- 
scher Anisotropic auf, wodurch eine homeotropische Orien- 
tierung angewendet wird, bei welcher Flussigkristallmole- 
kiile in der Flussigkristallschicht zu den Oberflachen des er- 15 
sten und des zweiten Substrates homeotropisch orientiert 
sind. 

Bei der Mehrbereichs-LCD nach der Erfindung ist eine 
Ausrichtungsschicht (in den Figuren nicht gezeigt) uber den 
gesamten ersten und/oder zweiten Substrat ausgebildet. Die 20 
Orientierungsschicht weist ein Material wie beispielsweise 
Polyamid- oder Polyimid basierte Materialien, PVA (Poly- 
vinylalkohol), Polyamische Saure (Polyamic Acid) oder 
SiC>2 auf. Wenn zum bestimmen einer Orientierungsrichtung 
ein Reibeverfahren verwendet wird, ist es moglich, ein be- 25 
liebiges fur das Reibeverfahren geeignetes Material anzu- 
wenden. 

Daruber hinaus ist es moglich, die Ausrichtungsschicht 
aus einem fotosensitiven Material wie beispielsweise PVCN 
(Polyvinylcinnamat)-, PSCN (Polysiloxancinnamat)-, und 30 
CelCN (Cellulosecinnamat)-basierte Materialien auszubil- 
den. Ein beliebiges fur das Fotoausrichtungsverfahren ge- 
eignetes Material kann verwendet werden. 

Einrnaliges Bestrahlen mit Licht auf die Ausrichtungs- 
schicht bestimmt die Orientierungs- oder Vorkipp-Richtung 35 
und den Kippwinkel. Das bei dem Fotoausrichtungsverfah- 
ren verwendete Licht. ist bevorzugt Licht aus dem ultravio- 
letten Bereich. Unpolarisiertes Licht, linear polarisiertes 
Licht oder teilpolarisiert.es Licht kann verwendet werden. 

Bei dem Reibeverfahren oder bei dem Fotoausrichtungs- 40 
verfahren ist. es moglich, eines oder beide des ersten Sub- 
strats und des zweiten Substrats zu orient.ieren und unter- 
schiedliche Ausrichtungsverfahren auf jedem Substrat anzu- 
wenden, Durch das Ausrichtungsverfahren wird eine Mehr- 
bereichs-LCD mit mindestens zwei Bereichen ausgebildet 45 
und die Flussigkristallmolekule der Flussigkristallschicht 
sind in jedem Bereich zueinander unterschiedlich orientiert. 
Das heiBt, die mehreren Bereiche werden durch Unterteilen 
jedes Pixels in 4 Bereiche, wie beispielsweise einen "+"- 
oder M x"-fdrmigen oder Unterteilen jedes Pixels horizontal, 50 
vertikal, und/oder diagonal und unterschiedliches Orientie- 
ren oder Ausbiiden von Orientierungsrichtungen in jedem 
Bereich und auf jedem Substrat erreicht. 

Es ist moglich, mindestens einen Bereich der unterteilten 
Bereiche unorientiert zu belassen. Es ist auBerdem moglich, 55 
alle Bereiche unorientiert zu belassen. 

Bei der erfindungsgemaBen Mehrbereichs-LCD werden 
dielektrische Rahnien ausgebildet, deren Dielektrizitatskon- 
stante von jener des Fliissigkristalls unterschiedlich ist, und 
elektrische Felder bewirkende Fenster ausgebildet, um das 60 
elektrische Feld zu yerzerren, wobei ein groBer Betrach- 
tungswinkel erreicht wird. 

AuBerdem ist es fur den Fall, daB eine Ausrichtungsbe- 
handlung durchgeftihrt wird, moglich, eine geringe Reakti- 
onszeit und stabile Fliissigkristatlstruktur durch einen Kipp- 65 
winkel und eine Ankerenergie zu erreichen. 

Aus den Fig. 15a und 15b sind Drauf- und Schnittansich- 
ten der Mehrbereichs-Flussigkristallanzeigevorricht.Ling 
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nach der fiinften bevorzugten Ausfiihrungsform der Erfin- 
dung ersichtlich. Aus den Fig. 16a, 16b, 16c sind Drauf- und 
Schnittansichten der Mehrbereichs-Flussigkristallanzeige- 
vorrichtungen nach der sechsten bevorzugten. Ausfiihrungs- 
form der Erfindung ersichtlich. Aus den Fig. 17a, 17b und 
17c sind Drauf- und Schnittansichten der Mehrbereichs- 
Flussigkristallanzeigevorrichtungen nach der siebten bevor- 
zugten Ausfiihrungsform der Erfindung ersichtlich und aus 
den Fig. 18a, 18b, 18c, 18d, 18e, 18f, 18g sind Drauf- und 
Schnittansichten der Mehrbereichs-Fliissigkristallanzeige- 
vorrichtung nach der achten bevorzugten Ausfiihrungsform 
der Erfindung ersichtlich. 

Wie aus den Figuren ersichtlich, weisen die erfindungsge- 
maBen Ausfuhruhgsformen erste und zweite Substrate 31 
und 33, eine Mehrzahl von Gate-Busleitungen, welche in ei- 
ner ersten Richtung auf dem ersten Substrat angeordnet sind 
und eine Mehrzahl von Datenbusleitungen, welche in einer 
zweiten Richtung auf dem ersten Substrat angeordnet sind, 
einen TFT, eine Passivierungsschicht 37 auf dem gesamten 
ersten Substrat 31, eine Pixel- Elektrode 13 und eine erste 
Ausrichtungsschicht 53 auf dem gesamten ersten Substrat 
auf. 

Auf einem zweiten Substrat ist eine Lichtabschirmschicht 
25, von welcher Lichtdurchtritte von der Gatebusleitung 
und der Datenbusleitung sowie, des TFTs abgeschirmt wer- 
den, eine Farbfilterschicht 23 auf der Lichtabschirmschicht, 
eine gemeinsame. Elektrode 17 auf der Farbfilterschicht, ein 
dielektrischer Rahmen 57, von welchem das elektrische 
Feld an der gemeinsamen Elektrode 17 verzerrt wird, eine 
zweite Ausrichtungsschicht 55 auf dem gesamten zweiten 
Substrat und eine Flussigkristallschicht zwischen dem er- 
sten Substrat und dem zweiten Substrat ausgebildet. 

Datenbusleitungen und Gatebusleitungen unterteilen das 
erste Substrat 31 in eine Mehrzahl von Pixelbereichen. Der 
TFT ist an jedem Pixelbereich ausgebildet und weist eine 
Gate-Elektrode 11, eine Gate-Isolierschicht 35, eine Halb- 
leiterschicht 5, eine ohmsche Kontaktschicht und Source- 
und Drain-Elektroden 7 und 9 auf. Eine Passivierungs- 
schicht 37 ist auf dem gesamten ersten Substrat ausgebildet, 
und eine Pixel-Elektrode 13 ist mit der Drain-Elektrode 9 
verbunden. 

Beim Herstellen der erfindungsgemaBen Mehrbereichs- 
LCD wird in jedem Pixelbereich auf dem ersten Substrat 31 
ein TFT mit einer Gate-Elektrode 11, einer Gate-Isolier- 
schicht 35, einer Halbleiterschicht. 5, einer ohmschen Kon- 
taktschicht, sowie Source- und Drain-Elektroden 7 und 9 
ausgebildet. Hier ist eine Mehrzahl von Gate-Busleitungen 
und eine Mehrzahl von Datenbusleitungen ausgebildet, von 
welcher das erste Substrat 31 in eine Mehrzahl von Pixelbe- 
reichen unterteilt wird. 

Die Gate-Elektrode 11 und die Gatebusleitung sind durch 
Aufsputtern und Strukturieren eines Metalls wie beispiels- 
weise Al, Mo, Cr, Ta, Al-Verbindungen, usw. ausgebildet. 
Die Gate-Isolierschicht 35 ist durch Auftragen von SiNx 
oder SiOx unter Verwenden eines PEC VD- Verfahren s dar- 
auf ausgebildet. Die Halbleiterschicht 5 und die ohmsche 
Kontaktschicht sind durch Auftragen mittels eines PECVD- 
Verfahrens und Strukturieren von amorphem Silizium (A- 
Si) bzw. dotiertem amorphem Silizium (n + a-Si) ausgebildet. 
AuBerdem werden SiN x oder SiO x und a-Si, n + -Si durch 
Auftragen mittels eines PECVD-Verfahrens ausgebildet und 
die Gate-Isolierschicht 35, die Halbleiterschicht 5 und die 
ohmsche Kontaktschicht werden durch strukturieren der je- 
weiligen ausgebildet. Die Datenbusleitung und die Source- 
und Drain-Elektroden 7 und 9 sind durch Aufsputtern und 
Strukturieren eines Metalls wie beispielsweise Al, Mo, Cr, 
Ta, Al-Verbindungen usw. ausgebildet. 

Eine Speicherelektrode (in den Figuren nicht gezeigt) ist 



DE 199 50 366 A i 



die Gatebusleitung iiberlappend ausgebildet und ist gleich- 
zeitig mit der Pixel-Elektrode 13 verbunden. Die Speicher- 
elektrode bildet zusammen mit der Gatebusleitung einen 
Speicherkondensator. 

Darauf ist eine Passivierungsschicht 37 aus BCB (Ben- 5 
zocyclobuten), Acrylharz, auf Polyimid-basiertem Material, 
SiNx oder SiOx auf dem gesamten ersten Substrat 31 ausge- 
bildet. Die Pixel-Elektrode 13 ist durch Aufsputtern und 
Strukturieren eines Metalls wie beispielsweise ITO (Indi- 
umzinnoxid) ausgebildet. Eine Kontaktoffhung 39 wird 10 
durch Offnen und Strukturieren eines Teils der Passivie- 
rungsschicht 37 uber der Drain-Elektrode 39 ausgebildet, 
urn die Pixel-Elektrode 13 an die Drain-Elektrode und die 
Speicherelektrode anzuschlieBen. 

Auf dem zweiten Substrat 33 wird eine Lichtschutz- 15 
schicht 25 ausgebildet, welche Lichtdurchtritte von der Ga- 
tebusleitung und der Datenbusleitung sowie dem TFT ab- 
schirmt. Eine Farbfilterschicht 23 aus abwechselnd roten 
(R), griinen (G), und blauen (B) Elementen wird auf der 
Lichtschutzschicht ausgebildet. Eine gemeinsame Elektrode 20 
17 ist aus ITO auf der Farbfilterschicht ausgebildet. Ein di- 
elektrischer Rahmen 57 ist durch Auftragen von fotosensiti- 
vem Material auf der gemeinsamen Elektrode 17 oder der 
Pixel-Eiektrode 13 und Strukturieren in unterschiedliche 
Formen unter Verwenden von Fotolitographie-Verfahren 25 
ausgebildet. Eine Flussigkristallschicht wird durch injizie- 
iren von Flussigkristall zwischen das erste und das zweite 
Substrat ausgebildet. 

Der dielektrische Rahmen 57 weist ein Material auf, des- 
sen Dielektrizitatskonstante kleiner oder gleich der des Flus- 30 
sigkristalls ist, wobei die Dielektrizitatskonstante bevorzugt 
geringer als 3 ist, beispielsweise fur Fotoacrylat oder BCB 
(Benzocyclobuten), 

AuBerdem wird der dielektrische Rahmen 57 auch als 
Abstandshalter verwendet (siehe Fig. 15b, 16c, 17c, 18c, 35 
18e und I8g). Der dielektrische Rahmen 57 wird auf minde- 
stens einem des ersten Substrats und des zweiten Substrats 
ausgebildet. Bei den erfindungsgemaBen Ausfiihrungsfor- 
men kann ein Abstandshalter- Verteil-Schritt bei gleichzeitig 
verbesserter GleichmaBigkeit des Zellspalts der Fliissigkri- 40 
stallzelle weggelassen werden, wodurch die Ausbeute ver- 
bessert ist. 

Ein ein elektrisches Feld bewirkendes Fenster 43 ist auf. 
mindestens einem des ersten und des zweiten Substrats aus- 
gebildet (siehe Fig. 17b und 18f, 18g). Hier sind der dielek- 45 
trische Rahmen und das ein elektrisches Feld bewirkende 
Fenster zusammen auf dem selben Substrat ausgebildet. Das 
das elektrische Feld bewirkende Fenster 43 wird durch 
Strukturieren einer Offnung oder eines Schlitzes in der ge- ' 
meinsamen Elektrode 17 oder der Pixel-Elektrode 13 in un- 50 
terschiedlichen Formen ausgebildet. 

Bei einer bevorzugten Ausfuhrungsform der erfindungs- 
gemaBen' Mehrbereichs-LCD ist zusatzlich eine Hilfselek- 
trode 27 in einem Bereich auBerhalb des Pixelbereichs aus- 
gebildet (siehe Fig. 16a und 18a). Die Hilfselektrode 27 ist 55 
auf einer Schicht ausgebildet, auf welcher die Pixel-Elek- 
trode 17 oder die Gate-Elektrode 11 ausgebildet sind und 
eleklrisch mit der gemeinsamen Elektrode 17 verbunden 
(siehe Fig. 16b, 16c und 18d, ISe). 

Die Hilfselektrode 27 ist durch Aufsputtern und Struktu- 60 
rieren eines Metalls wie beispielsweise ITO (Indiumzinn- 
oxid) Al, Mo, Cr, Ta, Ti oder Al-Legierungen ausgebildet. 
Hier ist es moglich die Hilfselektrode 27 und die Pixelelek- 
trode 13 durch einrnaliges Strukturieren desselben Metalls 
oder zweimaliges Strukturieren unterschiedlicher Metalle 65 
auszubilden. 

Wie aus den Fig. 20, 22, 23, und 24 ersichtlich, kann die 
Hilfselektrode 27 die Pixel-Elektrode 13 urngebend ausge- 
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bildet werden, sowie entlang der Seite der Datenbusleitung 
und/oder entlang der Seite der Gatebusleitung ausgebildet 
werden. 

Wie aus Fig. 18 ersichtlich, ist die Lichtschutzschicht 25 
auf dem ersten Substrat 31 ausgebildet. Wie aus den Fig 
18d und 18e ersichtlich, ist die Hilfselektrode 27 auf einer 
Schicht ausgebildet, auf welcher die Pixel-Elektrode 17 aus- 
gebildet ist. Bei diesen Ausfuhrungs formen ist die Licht- 
schutzschicht ausgebildet, urn den Pixel-Bereich exakt ein- 
zustellen, wodurch die Schichtgrenze verringert ist und das 
Offnungsverhaltnis ist im Vergleich zu dem Ausbiiden der 
Lichtschutzschicht auf dem zweiten Substrat verbessert. 
Auf mindestens einem Substrat ist ein Kompensationsfilm 
29 aus einem Polymer ausgebildet. Der Kompensationsfilm 
ist ein negativer uniaxialer Film, welcher eine optische 
Achse aufweist und kompensiert die Phasendifferenz der 
dem Betrachtungswinkel entsprechenden Richtung. Daher 
ist es moglich, den rechts- links-Betrachtungswinkel effek- 
tiv zu ko'mpensieren, wobei die Flache ohne Grau-Inversion 
erweitert wird, das Kontrastverhaltnis in schrager Richtung 
verbessert wird, und ein Pixel mit mehreren Bereichen aus- 
gebildet wird. 

Bei der erfindungsgemaBen Mehrbereichs-Flussigkri- 
stallanzeigevorrichtung ist es moglich, einen negativen bi- 
axialen Film als Kompensationsfilm 29 auszubilden, wel- 
cher zwei optische Achsen aufweist und weitere Betrach- 
tungswinkel-Eigenschaften als der negative uniaxiale Film 
aufweist, Der Kompensationsfilm kann auf beiden Substra- 
ten oder auf einem der Substrate ausgebildet sein. 

Nach dem Ausbiiden des Kompensationsfilms 29 wird 
ein Polarisator auf mindestens einem der Substrate ausgebil- 
det. Hier sind der Kompensationsfilm und' der Polarisator 
bevorzugt als eines ausgebildet. 

Wie aus den Fig. 19a bis 19g ersichtlich, wird der dielek- 
trische Rahmen in unterschiedlichen Formen strukturiert, 
wodurch der Mehrbereichs-Effekt erreicht wird. 

Wie aus den Fig. 20a bis 20g ersichtlich, ist die Hilfselek- 
trode 27 die Pixelelektrode 13 urngebend ausgebildet und 
der dielektrische Rahmen 57 ist in unterschiedlichen For- 
men strukturiert, wodurch der Mehrbereichs-Effekt erreicht 
wird. 

Wie aus den Fig. 21a bis 21m ersichtlich, wird der Mehr- 
bereichs-Effekt erreicht, indem das ein elektrisches Feld be- 
wirkende Fenster 43 und der elektrische Rahmen 51 in un- 
terschiedlichen Formen strukturiert werden. Das ein elektri- 
sches Feld bewirkende Fenster 43 kann ein Schlitz oder eine 
Offnung sein. 

Bei der aus den Fig. 19 bis 21 ersichtlichen LCD weist die 
Flussigkristallschicht Flussigkristallmolekule mit negativer 
dielektrischer Anisotropic auf, woraus sich eine homeotro- 
pische Orientierung ergibt, bei welcher die Flussigkristall- 
molekule in der Flussigkristallschicht zu den Oberflachen 
des ersten Substrats und des zweiten Substrats homeotro- 
pisch ausgerichtet sind. 

Wie aus den Fig. 22a, 22b, 22c und 22d ersichtlich, wirkt 
der Mehrbereichs-Effekt erreicht, indem die Hilfselektrode 
27 und der dielektrische Rahmen 57 in unterschiedlichen 
Formen strukturiert werden. Bei einigen der erfindungsge- 
maBen Ausfuhrungsformen ist jedoch keine Hilfselektrode 
27 ausgebildet. 

Der durch die durchgestrichene Linie dargestellte Pfeil 63 
re prase n tier t. die Reibericht.ung auf dem zweiten Substrat 33 
und der durch die gestrichelte Linie dargestellte Pfeil 61 re- 
prasentiert. die Reiberichtung auf dem ersten Substrat 31. 

Wie aus den Fig. 23a, 23b und 23c ersichtlich, werden die ■ 
Hilfselektroden 27 ausgebildet und der dielektrische Rah- 
men in unterschiedlichen Formen strukturiert. AuBerdem 
sind zwei benachbarte Pixel und zwei Orientierungsricht.un- 
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gen miteinander assoziiert, wodurch der Mehr-Bereich-Ef- 
fekt erreicht wird. Bei einigen der bevorzugten Ausfiih- 
rungsformen ist keine Hilfselektrode 27 ausgebildet. 

Der durch die durchgezogene Linie dargestellte Pfeil 67 
reprasentiert die Orientierungsrichtung auf dem zweiten 
Substrat 33 und der durch die gepunktete Linie dargestellte 
Pfeil 65 gibt die Orientierungsrichtung auf dem ersten Sub- 
strat 31 an. 

Wie aus den Fig. 24a, 24b und 24c ersichtlich, ist eine 
Hilfselektrode 27 ausgebildet, und der dielektrische Rah- 
men ist in unterschiedliche Formen strukturiert. AuBerdem , 
sind zwei benachbarte Pixel und zwei Orientierungsrichtun- 
gen, welche zu denen, welche aus Fig. 23 ersichtlich sind, 
unterschiedlich sind, miteinander assoziiert, wodurch der 
Mehrbereichs-Effekt erreicht wird. Bei einigen der bevor- 
zugten Ausfiihrungsformen der Erfindung wird keine Hilfs- 
elektrode 27 ausgebildet. 

Bei denen aus den Fig. 22 bis 24 ersichtlichen LCDs 
weist die Flussigkristallschicht Flussigkristallmolekule mit 
positiver dielektrischer Anisotropie auf, was zu einer homo- 
genen Orientierung fiihrt, bei welcher die Hussigkristallrno- 
lekule in der Russigkristallschicht zu den Oberflachen des 
ersten Substrats und des zweiten Substrats homogen ausge- 
richtet sind. 

Durch das Ausbilden des ein elektrisches Feld bewirken- 
den Fensters oder des dielektrischen Rahmens werden die 
rnehreren Bereiche durch Unterteilen jedes Pixels in 4 Be- 
reiche, wie beispielsweise einen "+", "x M oder "doppelt-y"- 
formigen oder unterteilen jedes Pixels horizontal, vertikal, 
und/oder diagonal sowie unterschiedliche Ausrichtungsbe- 
handlung oder Ausbilden von Orientierungsrichtungen auf 
jedern Bereich und auf jedem Substrat erreicht. 

AuBerdem werden bei der erfindungsgemaBen Mehrbe- 
reichs-LCD die erste Orientierungsschicht 53 und die zweite 
Orientierungsschicht 55 uber dem gesamten ersten und/oder 
zweiten Substrat ausgebildet. Die Ausrichtungsschicht weist 
ein Material wie Polyamid oder Polyimid basierte Materia- 
lien, PVA (Poly vinylalkohol), polyarnische Saure (polyamic 
acid) oder Si02 auf. Wenn zum Bestimmen einer Orientie- 
rungsrichtung ein Reibeverfahren verwendet wird, ist es 
moglich, jedes fur das Reibeverfahren geeignete Material zu 
verwendem 

AuBerdem ist es moglich, die Orientierungsschicht aus ei- 
nem fotosensitiven Material, wie beispielsweise PVCN (Po- 
lyvinylcinnamat)-, PSCN (Polysiloxancinnamat)-, und 
CelCN (Cellulosecinnamat)-basierten Mated alien auszubil- 
den. Jedes fur das Fotoausrichtungsverfahren geeignete Ma- 
terial kann verwendet werden. Einmaliges Bestrahlen mit 
Licht der Ausrichtungsschicht bestirnmt die Orientierung 
oder Kipprichtung sowie den.Kippwinkel. Das fur die Foto- 
ausrichtung verwendete Licht ist bevorzugt im Bereich des 
ultravioleten Lichts sowie unpolarisiertes Licht, linear pola- 
risiertes Licht oder teilweise polarisiertes Licht. 

. Bei dem Reibeverfahren oder Fotoausrichtungsverfahren 
ist es moglich, eines oder beide des ersten Substrats und des 
zweiten Substrats zu behandeln und unterschiedliche Aus- 
richtungsverfahren auf jedem Substrat anzuwenden. 

Durch die Ausrichtungsbehandlung wird eine-Mehrbe- 
reichs-LCD mit mindestens zwei Bereichen ausgebildet und 
LC-Molekule der LC-Schicht sind auf jedem Bereich zuein- 
ander unterschiedlich orientiert. Das heiBt, die inehreren Be- 
reiche werden durch unterteilen jedes Pixels in 4 Bereiche 
wie beispielsweise M +" oder "x"-f6rmige oder Unterteilen 
jedes Pixels horizontal, vertikal und/oder diagonal und un- 
terschiedliche Ausrichtungsbehandlung oder Ausbilden un- 
terschiedlicher Orientierungsricht ungen auf jedem Bereich 
und auf jedem Substrat. erreicht. 

Es ist moglich, mindestens einen Bereich der unterteilten 



Bereiche nicht auszurichten. AuBerdem ist es moglich samt- 
liche Bereiche nicht auszurichten. 

Bei der erfindungsgemaBen Mehrbereichs-LCD werden 
dielektrische Rah men ausgebildet, deren Dielektrizkatskon- 
5 stante von jener des Fliissigkristalls verschieden ist, sowie 
Hilfselektroden oder das elektrische Feld bewirkende Fen- 
ster ausgebildet, um das elektrische Feld zu verzerren, wo- 
bei ein groBer Betrachtungswinkel erreicht wird. 

AuBerdem kann der dielektrische Rahmen als ein Ab- 
10 standshalter strukturiert werden, wodurch der Abstandshal- 
ter-ProzeB, welcher bei dem herkommlichen LCD-ProzeB 
erforderlich ist, ausgelassen werden kann. 

AuBerdem kann fiir den Fall, daB eine Ausrichtungsbe- 
handlung durchgefuhrt wird, durch einen Kippwinkel und 
15 eine Ankerenergie eirie hohe Reaktionszeit und eine stabile 
LC-Struktur erreicht werden. 

Aus den Fig. 25a, 25b und 25d sind Schnittansichten der 
Mehrbereichs-Russigkristallanzeigevorrichtungen nach der 
neunten bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung er- 
20 sichtlich und aus den Fig. 26a, 26b und 26c sind Schnittan- 
sichten der Mehrbereichs-Russigkristallanzeigevorrichtun- 
gen nach der zehnten bevorzugten Ausfuhrungsform der Er- 
findung ersichtlich. 

Wie aus diesen Figuren ersichtlich, weist die neunte bzw. 
25 zehnte Ausfuhrungsform der Erfindung ein erstes Substrat 
31 und ein zweites Substrat 33, eine Mehrzahl von Gate- 
Busleitungen 1, welche in einer ersten Richtung auf dem er- 
sten Substrat angeordnet sind, und eine Mehrzahl von Da- 
tenbusleitungen 3, welche in einer zweiten Richtung auf 
30 dem ersten Substrat angeordnet sind, einen TFT, eine Passi- 
vierungsschicht 37 sowie eine Pixelelektrode 13 auf. 

Auf dem zweiten Substrat 33 ist eine Lichtschutzschicht ' 
25, von welcher Lichtdurchtritte von der Gatebusleitung 1 
und der Datenbusleitung 3 sowie dern TFT abgeschirmt 
35 werden, eine Farbfilterschicht 23 t auf der Lichtschutzschicht, 
eine gemeinsarne Elektrode 17 auf der Farbfilterschicht, ein 
dielektrischer Rahmen in einem von dem Pixelbereich un- 
terschiedlichen Bereich, und eine Flussigkristallschicht zwi- 
schen dem ersten Substrat und dem zweiten Substrat ausge- 
40 bildet. 

Die Datenbusleitungen 3 und die Gatebusleitungen 1 un- 
terteilen das erste Substrat 31 in eine Mehrzahl von Pixelbe- 
reichen. Der TFT ist an jedem Pixelbereich ausgebildet und 
weist eine Gate-Elektrode 11, eine Gate-Isolierschicht 35, 

45 eine Halbleiterschicht 5, eine ohmsche Kontaktschicht 6, 
und Source- und Drain-Elektroden 7 und 9 auf. Die Passi- 
vierungsschicht 37 ist auf dem gesamten ' ersten Substrat 
ausgebildet und die Pixelelektrode 13 ist mit der Drain- 
Elektrode 9 verbunden. 

50 Beim Herstellen der erfindungsgemaBen Mehrbereichs- 
LCD wird in jedem Pixelbereich auf dem ersten Substrat 31 
ein TFT ausgebildet, welcher eine Gate-Elektrode U, eine 
Gate-Isolierschicht 35, eine Halbleiterschicht 5, eine ohm- 
sche Kontaktschicht 6 sowie Source- und Drain-Elektroden 

55 7 und 9 aufweist. Hierbei ist das erste Substrat 31 von einer 
Mehrzahl von Gatebusleitungen 1 und einer Mehrzahl von 
Datenbusleitungen 3 in eine Mehrzahl von Pixelbereichen 
unterteilt. 

Die Gate-Elektrode 11 und die Gatebusleitung 1 werden 
60 durch Aufsputtern und Strukturieren eines Metalls wie bei- 
spielsweise Al, Mo, Tr, Ta, Al-Legierung usw. ausgebildet. 
Alternativ hierzu ist es moglich, die Gate-Elektrode und die 
Gate-Busleitung als Doppelschicht auszubilden, welche un- 
terschiedliche Materialien aufweist. 
65 Die Gate-Isolierschicht 35 wird durch Auftragen von 
SiNx, SiOx, BCB (Benzucyclobuten) oder Acrylharz unter 
Verwenden eines PECVD-Verfahrens ausgebildet. Die 
Halbleiterschicht 5 und die ohmsche Kontaktschicht 6 wer- 
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den durch Auftragen mittels eines PECVD-Verfahrens und 
Strukturieren einer amorphen Siliziumschicht (a-Si) bzw. 
dotierten amorphen Silizium-Schicht (n + a-Si) ausgebildet. 
AuBerdem werden SiN x oder SiO x und a-Si, n + -Si durch 
Auftragen mittels eines PECVD-Verfahrens ausgebildet 5 
Die Gate-Isolierschicht 35, die Halbleiterschicht 5 und die 
ohmsche Kontaktschicht 6 durch jeweiliges Strukturieren 
ausgebildet. 

Die Datenbusleitung 3 und die Source- und Drain-Elek- 
troden 7 und 9 werden durch Aufsputtem und Strukturieren 10 
eines Metalls wie beispielsweise Al, Mo, Cr, Ta, Al-Legie- 
rung usw. ausgebildet. Alternativ hierzu ist es moglich, die 
Datenbusleitung sowie die Source- und Drain-Elektroden 
als zweischichtige Schichten auszubildeh, welche unter- 
schiedliche Materialien aufweisen. 15 

Eine Speicherelektrode (nicht gezeigt) wird die Gatebus- 
leitung 1 uberlappend ausgebildet, so daB die Speicherelek- 
trode zusammen mit der Gatebusleitung 1 einen Speicher- 
kondensator bildet. 

Darauffolgend wird eine Passivierungsschicht 37 aus 20 
BCB (Benzocyclobuten), Acrylharz, Polyimid-basierten 
Materialien, SiNx oder SiOx auf dem gesarnten ersten Sub- 
strat ausgebildet. Die Pixelelektrode 13 wird durch Aufsput- 
tem und Strukturieren eines Metalls wie beispielsweise ITO 
(Indiumzinnoxid) ausgebildet. Eine Kontaktoffnung wird 25 
durch Offnen und Strukturieren eines Teils der Passivie- 
rungsschicht 37 iiber der Drain-Elektrode 9 ausgebildet, um 
die Pixel-Elektrode 13 mit der Drain-Elektrode 9 und der 
Speicherelektrode zu verbinden. 

Auf dem zweiten Substrat 33 wird eine Lichtschutz- 30 
schicht .25 ausgebildet, welche Lichtdurchbruche von den 
Gatebusleitungen, den Datenbusleitungen 1 bzw. 3 sowie 
dem ITT abschirmt. Eine Farb filters chicht 23 ist aus ab- 
wechselnd R- (Rot), G- (Griin), und B- (Blau)Elementen auf 
der Lichtschutzschicht 25 ausgebildet. 35 

Eine gemeinsame Elektrode 17 wird aus ITO . auf der 
Farbfilterschicht 23 ausgebildet und eine Flussigkristail- 
schicht. wird durch Injizieren von Fliissigkristall zwischen 
das erste und das zweite Substrat ausgebildet. Die Flussig- 
kristallschicht kann Flussigkristallmolekule mit positiver 40 
oder negativerdielektrischer Anisotropic aufweisen. AuBer- 
dem kann die Flussigkristallschicht chirale Verunreinigun- 
gen aufweisen. 

Auf mindestens einem des ersten Substrats und des zwei- 
ten Substrats wird ein dielektrischer Rahmen 53 durch Auf- 45 
tragen von fotosensitivem Material in einem Bereich ausge- 
bildet, welcher von dem Bereich, in welchem die Pixel- 
Elektrode 13 ausgebildet ist verschieden ist, und unter Ver- 
wenden von Fotolitographie-Verfahren in unterschiedliche 
Formen strukturiert. 50 

Der dielektrische Rahmen 53 weist ein Material auf, des- 
sen dielektrische Konstante gleich oder kleiner jener des 
Flussigkristalls ist. Bevorzugt ist die dielektrische Kon- 
stante dieses Materials geringer als 3, beispielsweise fur Fo- 
toacrylate oder BCB (Benzozyclobuten). 55 

Bei einer Ausfuhrungsform weist der dielektrische Rah- 
men eine Mischung aus Polyimid und RuB oder eine Mi- 
schung aus Acrylharz und RuG auf. Hierbei schirmt der di- 
elektrische Rahrnen Lichtdurchbruche von einem Bereich 
mit Ausnahme des Pixelbereichs ab, und verzerrt das elek- 60 
trische Feld, welches an die Flussigkristallschicht angelegt 
wird. In .diesem Fall ist. die Dielektrizitatszahl der Flussig- 
kristallschicht. ca. 4. Bevorzugt ist. die Dielektrizitatszahl des 
dielektrischen Rahmens geringer als 3,5. 

Wie andererseits aus den Fig. 26A, 26B und 26C ersicht- 65 
lich, wird der dielektrische Rahrnen auch als ein Abstands- 
halter verwcndet, um einen einheitlichen Spalt. zwischen 
dem ersten Substrat. und dem zweiten Substrat aufrechtzuer- 
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halten. 

Daruber hinaus wird der dielektrische Rahmen auf min- 
destens einem der ersten und zweiten Substrate ausgebildet 
Ein ein elektrisches Feld bewirkendes Fenstcr 51 wird auf 
mindestens einem der ersten und zweiten Substrate ausge- 
bildet. 5 

Hierbei konnen der dielektrische Rahmen 53 und das ein 
elektrisches Feld bewirkende Fenster 51 auf demselben 
Substrat zusammen ausgebildet sein. Das ein elektrisches 
Feld bewirkende Fenster 51 wird durch Strukturieren der 
gemeinsamen Elektrode 17 oder der Pixelelektrode 13 aus- 
gebildet. 

Auf mindestens einem der Substrate ist ein Kompensati- 
onsfilm 29 aus einem Polymer ausgebildet. Der Kompensa- 
tionsfilm ist ein negativer uniaxialer Film, welcher eine op- 
tische Achse aufweist und die Phasendifferenz der dem Be- 
trachtungswinkel entsprechenden Richtung kompensiert 
Daher 1st es moglich den Rechts-Links-Betrachtungswinkel 
durch Erweitem der Flache ohne Grau-In version effektiv zu 
kompensieren, wobei das Kontrastverhaltnis in schrager 
Richtung erhoht ist und ein Pixel mit mehreren Bereichen 
ausgebildet wird. 

Bei der vorliegenden Mehrbereichs-Flussigkristallanzei- 
gevornchtung ist es moglich, einen negativ-biaxialen Film 
als Kompensationsfilm auszubilden, welcher zwei optische 
Achsen aufweist und einen groBeren Betrachtungswinkel als 
der negative uniaxiale Film ermoglicht. Der Kompensati- 
onsfilm kann an beiden Substraten oder auf einem der bei- 
den Substrate ausgebildet sein. 

Nach dem Ausbilden des Kompensationsfilms wird ein 
Polarisator auf mindestens einem der Substrate ausgebildet. 
Hierbei konnen der Kompensationsfilm und der Polarisator 
bevorzugt einstuckig ausgebildet werden. 

Bei der erfindungsgemaflen Mehrbereich-LCD ist das 
Offnungsverhalthis durch eine optimale Gestaltung eines 
"N-Linien"-Dunnschichttransistors vergroBert (siehe US- 
Patentschrift 5,694,185), wodurch die Leistungsaufnahme 
vermindert, die Leuchtstarke erhoht und die Reflexion ver- 
mindert ist, wodurch das Kontrastverhaltnis verbessert ist. 
Das Offnungsverhaltnis wird durch Ausbilden des TFT iiber 
der Gate-Lei tung und Vorsehen eines "N-Linien"-TFTs er- 
hoht. Die zwischen der Gate-Busleitung und der Drain- 
Elektrode auftretende parasitare Kapazitat kann aufgrund 
des Kanallangen-Ausdehnungseftektes reduziert werden, 

Wenn ,^" TFT mit derselben Kanallange wie die symmetri- ' 
sche TFT-Struktur hergestelk wird. 

Die erfindungsgemaBe Mehrbereichs-LCD weist einen 
dielektrischen Rahmen 53 auf der Pixel-Elektrode und/oder 
der gemeinsamen Elektrode oder ein ein elektrisches Feld 
bewirkendes Fenster 51, wie beispielsweise eine Offnung 
oder einen Schlitz in der Pixel-Elektrode, eine Passivie- 
rungsschicht, eine Gate-Isolierschicht und eine Farbfilter- 
schicht und/oder eine gemeinsame Elektrode durch Struktu- 
rieren auf, wobei der Effekt der elektrischen Feldverzerrung 
sowie der Mehrbereichs-Effekt erreicht werden. 

Durch Ausbilden eines ein elektrisches Feld bewirkenden 
Fensters 51 oder eines dielektrischen Rahmens wird der 
Mehrbereichs-Effekt durch Unterteiien jedes Pixels in vier 
Bereiche wie beispielsweise einen "+", einen "x", oder einen 
"dopplet-y"-formigen oder Unterteiien jedes Pixels horizon- . 
tal, vertikal und/oder diagonal und unterschiedliche Aus- 
richtungsbehandlung oder Ausbilden unterschiedlicher Ori- 
entierungsrichtungen auf jedem Bereich und auf jedem Sub- 
strat erreicht. 

Aus den Fig. 27 bis 37 sind Draufsichten ersichtlich, wel- 
che unterschiedliche elektrische Felder bewirkende Fenster 
und dielektrische Rahmen der Mehrbereichs-Flussigkristall- 
anzeigevorrichtung nach den bevorzuglen Ausfiihrungsfor- 
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men der Erfindung ersichtlich sind. In diesen Figuren repra- 
sentieren die Pfeile aus durchgezogenen Linien eine Aus- 
richtungsrichtung auf dem zweiten Substrat und die Pfeile 
aus gepunkteten Linien reprasentieren eine Orientierungs- 
richtung auf dem ersten Substrat. 

AuBerdem werden der dielektrische Rah men 53 und inin- 
destens ein ein elektrisches Feld bewirkendes Fenster 51 in 
unterschiedlichen Formen strukturiert, wodurch der Mehr- 
bereichs-Effekt erreicht wird. Das ein elektrisches Feld be- 
wirkendes Fenster kann ein Schlitz oder eine Offnung sein. 
AuBerdem sind bei zwei benachbarten Pixeln die Orientie- 
rungsrichtungen assoziiert, wodurch der Mehrbereichs-Ef- 
fekt erreicht wird. 

Aus den Fig. 28A und 28B sind Draufsichten und Schnitt- 
ansichten der Mehrbereichs-Fliissigkristallanzeigevorrich- 
tung nach der elften bevorzugten Ausfuhrungsform der Er- 
findung ersichtlich. 

Wie aus diesen Figuren ersichtlich, weist die elfte bevor- 
zugte Ausfuhrungsform der Erfindung eine Mehrzahl von 
dielektrischen Rahmen 53 mit einer Zickzack-Form in ei- 20 
nem Pixel auf einem Substrat des ersten Substrats und des 
zweiten Substrats auf. Eine Mehrzahl von elektrischen Fel- 
dern bewirkenden Fenstern sind in unterschiedlichen For- 
men auf dem ersten Substrat und auf dem zweiten Substrat 
ausgebildet. Zusatzlich ist eine Mehrzahl von Hilfselektro- 25 
den 27 entsprechend den elektrischen Feldern bewirkenden 
Fenstern 51 der Pixel-Elektrode 13 auf derselben Schicht 
ausgebildet, auf welcher die Gatebusleitungen ausgebildet 
wurden. 

Bei der erfindungsgemaBen Mehrbereichs-LCD ist eine 30 
Ausrichtungsschicht (nicht gezeigt) tiber dem gesamten er- 
sten und/oder zweiten Substrat ausgebildet. Die Ausrich- 
tungsschicht weist ein Material, wie beispielsweise Poly- 
amid- oder Polyimid-basierten Materialien PVA (Polyviny- 
lalcohol), polyamische Saure (polyamic acid) oder SiC>2 auf. 35 

Wenn zum Bestimmen der Orientierungsrichtung ein Rei- 
beverfahren verwendet wird, ist es moglich jedes fur das 
Reibeverfahren geeignete Material zu verwenden. 

Daruber hinaus ist es moglich die Ausrichtungsschicht 
aus einem fotosensitiven Material wie beispielsweise PVCN 40 
(Polyvinylcinnamat)-, PSCN (Polysiloxancinnamat)- und 
CelCN (Cellulosecinnamat)-basierten Materialien auszubil- 
den, Jedes fur das Fotoausricht.ungsverfahren geeignete Ma- 
terial kann verwendet werden. 

Einmaliges Bestrahlen der Ausrichtungsschicht mit Licht 45 
bestimmt die Orientierungsrichtung oder Vorkipprichtung 
sowie den Vorkippwinkel. Das bei dem Fotoausrichtungs- 
Verfahren verwendete Licht ist bevorzugt Licht aus dem ul- 
traviolett.en Bereich, sowie unpolarisiert.es Licht, linear po- 
larisiert.es Licht oder teilweise polarisiertes Licht. 50 

Bei dem Reibeverfahren oder dem Fotoausrichtungsver- 
fahren ist es moglich, eines oder beide der ersten und zwei- 
ten Substrate zu behandeln und unterschiedliche Ausrich- 
tungsverfahren auf jedem Substrat anzuwenden. 

Durch die Ausrichtungsbehandlung wird eine Mehrbe- 55 
reichs-LCD mit inindestens zwei Bereichen ausgebildet und 
die LC-Molekule der LC-Schicht sind auf jedem Bereich 
zueinander unterschiedlich orientiert. Das heiBt die Mehrbe- 
reichs-Struktur wird durch Unterteilen jedes Pixels in vier 
Bereiche wie beispielsweise eine'n-V oder "x"-fdrmigen 60 
oder Unterteilen jedes Bereichs horizontal, vertikal und/ 
oder .diagonal und unterschiedliche Ausrichtungsbehand- 
lung zum Ausbilden von Orientierungsrichtungen auf jedem 
Bereich und auf jedem Substrat erreicht. 

Es ist moglich, inindestens einen Bereich der unterteilten 65 
Bereiche nicht ausgerichtet zu belassen. Es ist auch mog- 
lich, alle Bereiche nicht ausgerichtet zu belassen. 

Das elektrische Feld wird bei der erfindungsgemaBen 
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Mehrbereichs-LCD verzerrt, und der Mehrbereichs-Effekt 
wird erreicht, da bei der erfindungsgemaBen Mehrbereichs- 
LCD der dielektrische Rahmen in einem Bereich mit Aus- 
nahme des Pixelbereichs ausgebildet ist, und das ein elektri- 
5 sches Feld bewirkende Fenster in dem Pixelbereich ausge- 
bildet ist. 

Daruber hinaus>kann der dielektrische Rahmen als Licht- 
schutzschicht und/oder als Abstandshalter verwendet wer- 
den, wodurch das Herstellungsverfahren vereinfacht und ein 
10 groBes Offnungsverhaltriis erreicht wird. 

AuBerdern wird im Falle des Durchfuhrens einer Ausrich- 
tungs-Behandlung eine kurze Reaktionszeit und eine stabile 
LC-Struktur durch einen Kippwinkel und eine Ankerenergie 
erreicht. Daruberhinaus ist die Disklination oder Entschra- 
15 gung (disclination) vermieden und dadurch.die Helligkeit 
verbessert. 

Patentanspriiche 

1 . Mehrbereichs-Flussigkristallanzeigevorrichtung 
mit: einem ersten Substrat und einem zweiten Substrat, 
welche einander zugewandt sind, 

einer Flussigkristallschicht zwischen dem ersten Sub- 
strat und dem zweiten Substrat, 

einer Mehrzahl von Gate-Busleitungen, welche in einer 
ersten Richtung auf dem ersten Substrat angeordnet 
sind, und einer Mehrzahl von Datenbusleitungen, wel- 
che in einer zweiten Richtung auf dem ersten Substrat 
angeordnet sind, urn Pixelbereiche zu bestimmen, 
einer Pixel-Elektrode in jedem Pixelbereich, 
einem dielektrischen Rahmen, von welchem die Orien- 
tierungsrichtung der Hussigkristallmolekiile in der 
Russigkristallschicht bestimmt wird, 
einer Lichtschutzschicht auf dem zweiten Substrat, 
einer Farbfilterschicht auf der Lichtschutzschicht, 
einer gemeinsamen Elektrode auf der Farbfilterschicht, 
und 

einer Ausrichtungsschicht auf inindestens einem der 
Substrate. 

2. Mehrbereichs-Flussigkristallanzeigevorrichtung 
nach Anspruch 1 , wobei der dielektrische Rahmen den 
Pixelbereich urngibt, 

3. Mehrbereichs-Flussigkristallanzeigevorrichtung 
nach Anspruch 1, wobei der dielektrische Rahmen in 
dem Pixelbereich ausgebildet ist. 

4. Mehrbereichs-Fliissigkristallanzeigevorrichtung 
nach Anspruch 1, wobei der dielektrische Rahmen auf 
der Pixel-Elektrode ausgebildet ist. 

5. Mehrbereichs-Hussigkristallanzeigevorrichtung 
nach Anspruch 1, wobei der dielektrische Rahmen auf 
der gemeinsamen Elektrode ausgebildet ist. 

6. Mehrbereichs-Flussigkristailanzeigevorrichtung 
nach Anspruch 5, wobei der dielektrische Rahmen in 
einem Bereich ausgebildet ist, in welchem die Licht- 
schutzschicht ausgebildet ist. 

7. Mehrbereichs-Fliissigkristallanzeigevorrichtung 
nach Anspruch 1, wobei der dielektrische Rahmen ein 
aus einer aus Fotoacrylat und BCB (Benzocyclobuten) 
bestehenden Gruppe ausgewahltes Material aufweist. 

8. Mehrbereichs-Flussigkristallanzeigevorrichtung 
nach Anspruch 1, welche ferner aufweist: einen negati- 
ven uniaxialen Film auf mindestens einem der Sub- 
strate. 

9. Mehrbereichs-Flussigkristallanzeigevorrichtung 
nach Anspruch 1, welche ferner aufweist: einen negati- 
ven biaxialen Film auf inindestens einem der Substrate, 

1 0. Mehrbereichs-Fliissigkristallanzeige vorrichtung 
nach Anspruch 1, wobei die Flussigkristallschicht. chi- 



DE 199 50 366 A 1 



17 



18 



rale Verunreinigungen aufweist. 

1 1 . Mehrbereichs-RussigkristaUanzeigevomchtung 
nach Anspruch 1, wobei die Ausrichtungsschicht in 
mindestens zwei Abschnitte unterteilt ist, und die Fltis- 
sigkristallmolekiile in der Flussigkristallschicht in je- 5 
dem Abschnitt unterschiedlich voneinander ausgerich- 

tet sind. 

12. Mehrbereichs-Flussigkxistallanzeigevorrichtung 
nach Anspruch 11, wobei mindestens ein Bereich der 
-Ausrichtungsschicht mit einem Ausrichtungsverfahren 10 
behandelt ist. 

13. Mehrbereichs-Russigkristallanzeigevonrichtung 
nach Anspruch 11, wobei kein Bereich der Ausrich- 
tungsschicht mit einem Ausrichtungsverfahren behan- 
delt ist. 15 

14. Mehrbereichs-Flussigkristallanzeigevorrichtung 
nach Anspruch 11, wobei mindestens ein Bereich der 
Ausrichtungsschicht mit einem Reibeverfahren behan- 
delt ist. 

15. Mehrbereichs-Flussigkristallanzeigevorrichtung 20 
nach Anspruch 11, wobei die Ausrichtungsschicht ein 
aus einer aus Polyimid- und Polyamid-basierten Mate- 
rialien PVA (Polyvinylalkohol), polyamische Saure 
(polyamic acid), und Siliziumdioxid bestehenden 
Gruppe ausgewahltes Material aufweist. 25 

16. Mehrbereichs-Russigkristallanzeigevorrichtung 
nach Anspruch 11, wobei mindestens ein Bereich der 
Ausrichtungsschicht mit einem Fotoausrichtungsver- 
fahren behandelt ist. 

17. Mehrbereichs-Russigkristallanzeigevorrichtung 30 
nach Anspruch 11, wobei die Ausrichtungsschicht ein 
aus einer aus PVCN (Polyvinylcinamat), PSCN (Poly- 
siloxancinamat), und CelCN (Cellulosecinamat)-ba- 
sierten Materialien bestehenden Gruppe ausgewahltes 
Material aufweist. 35 

18. Mehrbereichs-Russigkristallanzeigevorrichtung 
nach Anspruch 1, wobei die Flussigkristallschicht 
Flussigkristallmolekule mit positiver dielektrischer 
Anisotropic aufweist. 

19. Mehrbereichs-FlUssigkristallanzeigevorrichtung 40 
nach Anspruch 1, wobei die Flussigkristallschicht 
Flussigkristallmolekule mit negativer dielektrischer 
Anisotropic aufweist. 

20. Mehrbereichs-Flussigkristallanzeigevorrichtung 

mit: 45 
einem ersten Substrat und einem zweiten Substrat, wel- 
che einander zugewandt sind, 

einer Flussigkristallschicht zwischen dem ersten Sub- 
strat und detn zweiten Substrat, 

einer Pixel-Elektrode auf dem ersten Substrat, 50 
einer gemeinsarnen Elektrode auf dem zweiten Sub- 
strat, und 

einem dielektrischen Rahmen, von welchem die Orien- 
tierungsrichtung der Flussigkristallmolekule in der 
Flussigkristallschicht bestimmt wird. 55 

21 . Mehrbereichs-Flussigkristallanzeigevorrichtung 
mit: 

einem ersten Substrat und einem zweiten Substrat, wel- 
che einander zugewandt sind, 

einer Flussigkristallschicht zwischen dem ersten Sub- 60 
st rat und dem zweiten Substrat, 

einer Mehrzahl von Gatebusleitungen, welche in einer 
ersten Richtung auf dem ersten Substrat angeordnet 
sind, und einer Mehrzahl von Datenbuslekungen, wel- 
che in einer zweiten Richtung auf dem ersten Substrat 65 
angeordnet sind, um Pixel-Bereiche zu bestimmen, 
einer Pixel-Elektrode in jedem Pixelbereich, welche 
mittels der Datenbusleitung elektrisch aufladbar ist, ■ 



einer Farbfilterschicht auf dem zweiten Substrat, 
einer gemeinsarnen Elektrode auf der Farbfilterschicht, 
dielektrischen Rahmen in dem Pixelbereich, ' ' 
einer Hilfselektrode in einem Bereich mit Ausnahme 
des Pixelbereichs, und 

einer Ausrichtungsschicht auf mindestens einem der 
Substrate. 

22. Mehrbereichs-Kussigkristallanzeigevorrichtung 
nach Anspruch 21, wobei die Hilfselektrode auf einer 
Schicht ausgebildet ist, auf welcher die Pixel-Elektrode 
ausgebildet ist. 

23. Mehrbereichs-Russigkristallanzeigevorrichtung 
nach Anspruch 21, wobei die Hilfselektrode auf einer 
Schicht ausgebildet ist, auf welcher die Gatebusleitun- 
gen ausgebildet sind. 

24. Mehrbereichs-Flussigkristallanzeigevorrichtung 
nach Anspruch 2 1 , wobei die Hilfselektrode mit der ge- 
meinsarnen Elektrode elektrisch verbunden ist. 

25. Mehrbereichs-RussigkristaUanzeigevorrichtung 
nach Anspruch 21, wobei die Hilfselektrode ein Mate- 
rial aus einer aus ITO (Indiumzinnoxid), Aluminium, 
Molybden, Chrom, Tantal, Titan sowie Legierungen 
damit bestehenden Gruppe ausgewahlt ist. 

26. Mehrbereichs-Flussigkristallanzeigevorrichtung 
nach Anspruch 21, femer mit: 

einer Lichtschutzschicht auf dem ersten Substrat. 

27. Mehrbereichs-Riissigkristallanzeigevorrichtung 
mit: 

einem ersten Substrat und einem zweiten Substrat wel- 
che einander zugewandt sind, 

einer Flussigkristallschicht zwischen dem ersten Sub- 
strat und dern zweiten Substrat, 

einer Mehrzahl von Gatebusleitungen, welche in einer 
ersten Richtung auf dem ersten Substrat angeordnet 
sind, und einer Mehrzahl von Datenbusleitungen, wel- 
che in einer zweiten Richtung auf dem ersten Substrat 
angeordnet sind, um Pixelbereiche zu bestimmen, 
einer Pixel-Elektrode in jedem Pixelbereich, welche 
durch die Datenbusleitung elektrisch aufladbar ist, 
einer Lichtschutzschicht in einem Bereich, mit Aus- 
nahme des Pixelbereichs auf dem ersten Substrat, 
einer Farbfilterschicht auf dem zweiten Substrat, 
einer gemeinsarnen Elektrode auf der Farbfilterschicht, 
dielektrischen Rahmen in jedem Pixelbereich, und 
einer Ausrichtungsschicht auf mindestens einem der 
Substrate. 

28. Mehrbereichs-Russigkristallanzeigevorrichtung 
mit: 

einem ersten Substrat und einem zweiten Substrat, wel- 
che einander zugewandt sind, 

einer Flussigkristallschicht zwischen dem ersten Sub- 
strat und dem zweiten Substrat, 

einer Mehrzahl von Gatebusleitungen, welche auf dem 
ersten Substrat in einer ersten Richtung angeordnet 
sind und einer Mehrzahl von Datenbusleitungen, wel- 
che in einer zweiten Richtung auf dem ersten Substrat 
angeordnet sind, um Pixelbereiche zu bestimmen, 
einer Pixel-Elektrode in jedem Pixelbereich, welche 
durch die Daten-Busleitung elektrisch aufladbar ist, 
einer Farbfilterschicht auf dem zweiten Substrat, 
einer gemeinsarnen Elektrode auf der Farbfilterschicht, 
dielektrischen Rahmen in jedem Pixelbereich, 
einem feldbeeinflussenden Fenster in jedem Pixelbe- 
reich, und 

einer Ausrichtungsschicht auf mindestens einem der 
Substrate.. 

29. Mehrbereichs-Flussigkristallanzeigevorrichtung 
nach Anspruch 21, 27 oder 28, wobei der dielekttische 
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Rahmen ein Abstandshalter ist. 

30. Mehrbereichs-Flussigkristallanzeigevorrichtung 
mit: 

einern ersten Substrat und einem zweiten Substrat, wel- 
che einander zugewandt sind, 5 
einer Russigkristallschicht zwischen dem ersten Sub- 
strat und dem zweiten Substrat, 

einer Mehrzahl von Gatebusleitungen, welche in einer 
ersten Richtung auf dem ersten Substrat angeordnet 
sind und einer Mehrzahl von Datenbusleitungen, wel- 10 
che in einer zweiten Richtung auf dem ersten Substrat 
angeordnet sind, um Pixelbereiche zu bestimmen, 
einer Pixelelektrode in jedem Pixelbereich, welche 
durch die Datenbusleitung elektrisch aufladbar ist, 
einer Farbfi Iters chicht auf dem zweiten Substrat, 15 
einer gemeinsamen Elektrode auf der Farbfilterschicht, 
dielektrischen Rahmen in jedern Pixelbereich als Platz- 
halter, und 

einer Ausrichtungsschicht auf mindestens einem der 
Substrate. 20 

3 1 . Mehrbereichs-Flussigkristallanzeigevorrichtung 
mit: 

einer Mehrzahl von Datenbusleitungen, welchen ein 
Datensignal zugefiihrt wird, 

einer Mehrzahl von Gatebusleitungen, welche die Da- 25 
tenbusleitungen zum Bestimmen von Pixelbereichen 
kreuzen, 

einer Pixel-Elektrode, welche eine Fliissigkristall- 
schicht ansteuert, 

dielektrischen Rahmen in den Pixelbereichen, und 30 
einer Lichtschutzschicht in einem Bereich mit Aus- 
nahme der Pixelbereiche. 

32. Mehrbereichs-Flussigkristallanzeigevorrichtung 
nach Anspruch 31, welche ferner aufweist: 

ein feldbeeinflussendes Fenster in jedem Pixelbereich. 35 

33. Mehrbereichs-Flussigkristallanzeigevorrichtung 
mit: 

einem ersten Substrat und einem zweiten Substrat, wel- 
che einander zugewandt sind, 

einer Fliissigkristallschicht. zwischen dem ersten Sub- 40 
strat und dem zweiten Substrat, 

einer Mehrzahl von Gatebusleitungen, welche in einer 
ersten Richtung auf dem ersten Substrat angeordnet 
sind und eine Mehrzahl von Datenbusleitungen, wel- 
che in einer zweiten Richtung auf dem ersten Substrat 45 
angeordnet sind, um Pixelbereiche zu bestimmen, 
einer Pixel-Elektrode in jedem Pixelbereich, 
einem dielektrischen Rahmen in einem Bereich, wel- 
cher von dem Bereich, in welchem die Pixel-Elektrode . 
ausgebildet ist, verschieden ist, wobei von dem dielek- 50 
trischen Rahmen, das an die Fliissigkristallschicht an- 
gelegte elektrische Feld verzerrt wird, 
einer gemeinsamen Elektrode auf dem zweiten Sub- 
strat, und 

einer Ausrichtungsschicht auf mindestens einem der 55 
Substrate. 

34. Mehrbereichs-Flussigkristallanzeigevorrichtung 
nach Anspruch 33, wobei von dem dielektrischen Rah- 
men ein einheitlicher Spalt zwischen dem ersten Sub- 
strat und dem zweiten Substrat aufrecht erhalten wird. 60 

35. Mehrbereichs-Fliissigkristallanzeigevorrichtung 
nach Anspruch 33, wobei die gemeinsame Elektrode 
1TO (Indiumzinnoxid) aufweist. 

36. Mehrbereichs-Flussigkrist.allanzeigevorrichtung 
nach Anspruch 33, wobei der Pixelbereich in minde- 65 
stens zwei Bereiche unterteilt ist, wobei die Flussigkri- 
stallmolektile in der Fliissigkristallschicht in jedem Be- 
reich unterschicdlich voneinander angesteuert werden. 



37. Mehrbereichs-Flussigkristallanzeigevorrichtung 
nach Anspruch 1, 21, 26, 31 oder 33, wobei die Pixel- 
Elektrode ein feldbeeinflussendes Fenster aufweist. 

38. Mehrbereichs-Flussigkristallanzeigevorrichtung 
nach Anspruch 1, 21 oder 33, wobei die Ausrichtungs- 
schicht in mindestens zwei Abschnitte unterteilt ist, 
und die Riissigkristallmolekiile in der Fiussigkristall- 
schicht in jedem Abschnitt unterschiedlich voneinan- 
der ausgerichtet sind. 

39. Mehrbereichs-Fliissigkristallanzeigevorrichtung . 
nach Anspruch 1, 21, 26, 30 oder 33, wobei die ge- 
meinsame Elektrode ein feldbeeinflussendes Fenster 
aufweist.. 

40. Mehrbereichs-Fliissigkristallanzeigevorrichtung 
nach Anspruch 1,21 oder 33, wobei der Pixelbereich in 
mindestens zwei Bereiche unterteilt ist, und die Fliis- 
sigkristallmolekule in der Fliissigkristallschicht in je- 
dem Bereich unterschiedlich voneinander angesteuert 
werden. 

41. MeHrbereichs-Russigkxistallanzeigevorrichtung 
nach Anspruch 26 oder 33, wobei der dielektrische 
Rahmen eine Mischung aus Acrylharz und RuB auf- 
weist. 

42. Mehrbereichs-Riissigkristallanzeigevorrichtung 
nach Anspruch 26, 28, 30 oder 31, welche femer auf- 
weist: 

eine Hilfselektrode in einem Bereich mit Ausnahme 
des Pixelbereichs. 

43. Mehrbereichs-Hiissigkristallanzeigevorrichtung 
nach Anspruch 28, 30 oder 31 ferner mit: 

einer Lichtschutzschicht in einem Bereich mit Aus- 
nahme der Pixelbereiche auf dem ersten Substrat. 

44. Mehrbereichs-Fliissigkristallanzeigevorrichtung 
mit: 

einem ersten Substrat und einem zweiten Substrat, wel- 
che einander zugewandt sind, 

einer Fliissigkristallschicht zwischen dem ersten Sub- 
strat und dem zweiten Substrat, 

einer Mehrzahl von Gatebusleitungen, welche in einer 
ersten Richtung auf dem ersten Substrat angeordnet 
sind, und einer Mehrzahl von Datenbusleitungen, wel- 
che in einer zweiten Richtung auf dem ersten Substrat 
angeordnet sind, um Pixelbereiche zu bestimmen, 
einer Pixel-Elektrode in jedem Pixelbereich, 
dielektrischen Rahmen, welche jeweils die Pixelberei- 
che umgeben, wobei von den dielektrischen Rahmen 
das an die Fliissigkristallschicht angelegte elektrische 
Feld verzerrt wird, 

einer gemeinsamen Elektrode auf dem zweiten Sub- 
strat, und 

einer Ausrichtungsschicht auf mindestens einem der 
Substrate. • 

45. Mehrbereichs-Fliissigkristallanzeigevorrichtung 
nach Anspruch 33 oder 44, welche ferner aufweist: 
eine Gate-Isolierschicht iiber dem gesamten ersten 
Substrat, eine Passivierungsschicht auf der Gate- 
Schicht iiber dem gesamten ersten Substrat, eine Licht- 
schutzschicht auf dem zweiten Substrat, eine Farbfil- 
terschicht auf der Lichtschutzschicht und eine Uber- 
zugsschicht auf der Farbfilterschicht. 

46. Mehrbereichs-Flussigkristallanzeigevorrichtung 
nach Anspruch 45, wobei die Passivierungsschicht ein 
feldbeeinflussendes Fenster aufweist. 

47. fvTehrbereichs-Fliissigkristallanzeigevorricht.ung 
nach Anspruch 45, wobei die Gate-Isolierschicht ein 
feldbeeinflussendes Fenster aufweist. 

48. fvlehrbereichs-Flussigkristallanzeigevorrichtung 
nach Anspruch 45, wobei die Farbfilterschicht ein feld- 
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beeinflussendes Fenster aufweist. 

49. Mehrbereichs-Russigkxistallanzeigevorrichtung 
nach Anspruch 45, wobei die Uberzugsschicht ein feld- 
beeinflussendes Fenster aufweist. 

50. Mehrbereichs-Russigkristallanzeigevorrichtung 
nach Anspruch 33 oder 44, wobei von dem dielektri- 
schen Rahmen Lichtdurchtritte von einem Bereich mit 
Ausnahrne des Pixelbereichs vermieden werden. 
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